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В данной книге подробно описаны основные физические кон-
цепции, связанные с нанонаукой и нанотехнологиями, и воз-
можности создания на их основе микроэлектронных и опто-
электронных приборов нового поколения.

В настоящее время издается много книг по новейшим разделам
нанонауки, но почти отсутствуют учебники и пособия для сту-
дентов-старшекурсников и аспирантов, связанных с нанонаукой.
Предлагаемая книга восполняет этот пробел, так как представ-
ляет собой ценное учебное и справочное пособие для студентов,
специализирующихся в физике, материаловедении и некоторых
других технических дисциплинах. Кроме того, книга может пре-
дставить интерес для ученых и инженеров-практиков, желающих
глубже понять принципы нанонауки и нанотехнологии.
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